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我々はグラフェン FET (G-FET)をバイオセンサに応用する研究を行っている。第 83 回応用物理

学会秋季学術講演会では、新型コロナウイルスのスパイク蛋白と選択的に結合する抗体をグラフ

ェン表面に修飾し、抗体と特異的に結合したウイルスの電荷の検出に成功したことを報告した

(［22a-A105-4］山本他)。従来の G-FET 作製方法である剥離法では 1 つの FET でしか測定を行え

なかったが、FET を集積化することでN 数を増やし、また、同一基板上にリファレンス領域を作

製することができるようになり、更にマイクロ流路を使用することでデータの信頼性を向上させ

ることにも成功している。 

現在はゲート電圧のシフト量でデバイ長内の電荷の変化を判断している。前回の報告ではウイ

ルスの電荷による実際のシフト量は 8 mV であった。今回、抗体の断片化を行うことで感度の向

上を目指した。抗体の断片化には成功し、それを PBASE(1-Pyrenebutyric acid N-hydroxy-succinimide 

ester)を介してグラフェン上に修飾した(Fig.1)。今回、さらにグラフェン表面のゼータ電位を制御

したことで、ウイルス検出によるゲート電圧は約 40mV程度正にシフトした。G-FET を SEM で観

察したところ、断片化した抗体を修飾した G-FET ではウイルスと思われる粒子が観察できた

(Fig.2)。ただし、今回はリファレンスの領域にも同様の粒子が多数付着しており、今後ゼータ電

位の制御法の更なる検討が必要であると考えられる。 
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Fig.1: Fragmented antibody 
modified on graphene 

Fig.2: SEM image of virus particles 

on G-FET 
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